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КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

  В 01.VI.1950 году родился в семе служащего, в 1967 
окончил среднюю школу с «Золотой медалью» и в 1972 окончил 
с «Дипломом отличия» факультет Автоматики и 
Вычислительной Техники АТУ. Два  года отслужив офицером в 
Армии, в 1979 окончил очную аспирантуру БГУ по 
специальности Радиофизика, начиная научно-педагогическую деятельность как молодой 
специалист на кафедре Оптики и молекулярной физики рост в должности до профессора. В тоже 
время работал заместителем декана и деканом Физического факультета. 
           Проведя научно - исследовательские работы по актуальным проблемам Физики и 
электроники твердых тел по теме «Тэрмо-, фото- и электрофизических свойств контактов металл - 
полупроводник», защитив кандидатскую и докторскую диссертации получил ученые звания 
кандидата и доктора физико-математических наук. Открыл новое Научное Направление с 
названием «Физика контактов металл – полупроводник с дополнительным электрическим полем».  
В Научных Центрах наших и зарубежных стран (Россия, Украина, Белорус, Иран и др.) в этом 
научном направлении получены важные научно-практические результаты. Оно также 
используются в других (химическое, приборостроение, машиностроение и др.) научно-технических 
областях. 

В 1999-2012 годах являлся председателем Научного Совета Физического факультета, 
членом Научного Совета БГУ, зам. председателя  и  председателя Докторского Диссертационного 
Совета D.02.012 при БГУ, руководителем Научно-Практического Семинара Физического 
факультета, членом редакционной коллегии журнала “Вестник Бакинского Университета” и Союза 
Республиканских Журналистов. 

В настоящее время, продолжает заниматься научным исследованием электронных 
процессов в макро-, микро- и наноконтактах в своей Научной Школе и использованием полученных 
научных результатов в учебных процессах бакалавриантов, мапистрантов и докторантов. 
Является членом Научного Совета Физического факультета, членом редакционной коллегии 
журнала «Вестник Бакинского Университета», «Journal of Baku Engineering University» и Союза 
Республиканских Журналистов. 
             Награжден медалью  “Tərəqqi medalı”. 
             Женат, имеет двух сыновей и дочь. 
 

  
ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2004 - д.ф.-м.н., “Физика полупроводников и диэлектриков”, Физический факультет, БГУ  
1983 -,к.ф.-м.н., “Физика полупроводников и диэлектриков”, Физический факультет, БГУ 
1976 -1979 - аспирант, Физический факультет, БГУ 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2004, декан, Физический факультет, БГУ  
1999 - 2004, заместитель декана, Физический факультет, БГУ  
2005, профессор, кафедра Оптики и молекулярной физики, Физический факультет, БГУ 
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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Явление  поверхностно - барьерных контактов. 
Физика реальных макро-, микро- и наноконтактов металл – полупроводник с дополнительным 
электрическим полем.  
 
ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Открыл новое физическое явление «Возникновение Дополнительного Электрического 
Поля в реальных контактах металл – полупроводник (КМП)»; 

 Разработал Действующие Энергетические Модели и Механизмы Токопрохождения 
выпрямляющих и омических КМП с дополнительным электрическим полем; 

 Установил Физическую Основу зависимостей физических параметров реальных 
выпрямляющих КМП от геометрических размеров контактов; 

 Создал «Новый Вид Альтернативного и Восстановленного Источника Энергии, 
преобразующего тепловой энергии окружающей среды в электрическую»; 

 Изобрел «Солнечный Элемент с дополнительным электрически полем», «КМП-диод без 
обратного тока» и «Солнечный Элемент на основе нано-КМП и способ его изготовления»; 

 Разработал Действующую Физическую Модель современных высокоамперных 
выпрямителей типа «TMBS diode»; 

 Написал первую монографию «Контакты металл - полупроводник с электрическим полем 
пятен”, Баку, БГУ, 2003, 231 с.».о Новом Научном Открытии по физике; 

 Открыл Новое Научное Направление ”Физика контактов металл - полупроводник с 
дополнительным электрическим полем” в области Физики и электроники твердых тел, 
Энергетики, Микроэлектроники и Нанотехнологии. 

УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМИНАРАХ, СИМПОЗИУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

2005 - Баку, Азербайджан; I Международный Научный Семинар “Свет в Наноразмерных Телах” 
2008 - Иваново, Россия; V Международная научная конференция ”Кинетика и механизм       
кристаллизации. Кристаллизация для Нанотехнологий” 
2008 - Харков, Украина; I Международный Симпозиум”К применению супрамолекул и нанохимии ”  
2008 - Тебриз, Иран; II Международная Конференция “Нанонаука и нанотехнология”  
2008 - Малайзия; II Международная Конференция “Функциональные материалы и приборы” 
2008,2007 - Ульяновск, X Международная Конференция “Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии 
и микросхемы” 
2008, 2006, 2004 - Питешти, Руминия; Международная Конференция “Технические и Физические 
Проблемы в Разработке Энергии”  
2008, 2007 - Москва, Россия; Международная Научно-Техническая Конференция по 
фотоэлектронике и приборам ночного видения  
2008, 2006, 2004 - Таганрог, Россия; IX Международная Научно-Техническая Конференция 
“Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники” 
2012. Москва,XХII Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и  
приборам ночного видения;   
2012 Санкт – Петербург İX Международной Конференции «КРЕМНИЙ-2012». 
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